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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム半導体(GaN)にドープしたネオジム(Nd)

は、室温でも狭い線幅で近赤外の発光を示すことから、

バイオイメージングに用いる蛍光プローブとしての応用が

期待できる。しかし、蛍光プローブとなるナノ粒子のサイズ

は直径 200 nm 以下であり、そのような微小サイズ、小ア

ンサンブル数でのNdドープGaNの発光観測はこれまで

報告されていない。そこで今回、GaN のナノスケール領

域にイオン注入した Nd の発光検出を試み、蛍光プロー

ブとしての実現可能性について検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

 高速電子ビーム描画装置(エリオニクス) 

【実験方法】 

非ドープ GaN エピ膜に、高速電子ビーム描画装置を

用いて正方形ドットパターンのレジスト膜を形成した。100 

keV Ndを 1×1014  cm-2のドーズでイオン注入後、レジス

ト膜を除去、1250 oC、2 分間の高速熱処理により Nd の

活性化を行った。Nd 発光分布測定には共焦点レーザー

走査型蛍光顕微鏡(CFM)を用いた。励起光は 620 nmと

し、ロングパスフィルターを用いて 4F3/2 → 4I9/2遷移に起

因する916 nm付近の発光のみを室温で観測した。フォト

ルミネッセンススペクトルから、得られた発光が真にNd起

因であることを確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

CFM像の一例を Fig. 1に示す。レジスト膜に形成され

た 5 µm間隔の 100×100 nm2のドットパターンが Ndの

発光によって再現できた。今回、最小 60×60 nm2の Nd

注入領域（約 3600 個の Nd に相当）の室温での光学的

検出に成功し、NdドープGaNナノ粒子が蛍光プローブと

して十分な輝度を有することを実証した。 
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Fig. 1 CFM image of Nd implanted GaN at the dose 

of 1×1014 cm-2. The designed implanted area was 

100×100 nm2. 
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